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a-면 ZnO의 쇼트키 전극 특성 및 응용 
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공정이 간단한 수열합성을 이용하여 무극성 a-면 ZnO 박막을 성장시킨 후 쇼트키 다이오드
가 제작되었다. ZnO는 상온에서 밴드갭 에너지가 3.4 eV로 가시광선은 투과하고 자외선을 흡

수하여 전기 전도도의 변화로 자외선을 탐지하는데 탁월한 효과가 있다. 또한 ZnO 위 쇼트키 

전극에 수소 분자의 흡착 및 탈착에 따라 쇼트키 장벽의 변화를 일으키므로 수소가스 측정을 
위한 센서로도 활용이 가능하다. 나아가 a-면 ZnO의 경우 표면의 O 원자는 Zn 대비 수소와 

강한 친화력을 가지므로 기존의 C면 대비 우수한 수소 센싱 능력을 보일 것으로 예상된다. 제

작된 a-면 ZnO 쇼트키 다이오드의 쇼트키 장벽 높이는 상온, 대기압 조건에서 0.64 eV였다. 
4%의 수소 노출에 대하여 쇼트키 장벽의 감소에 따른 전류 증가를 나타냈으며 반복적인 수소

노출에 대해서도 안정적인 전류 반응을 나타냈다. 또한, 자외선을 조사 시에도 전자-정공 생

성에 따른 안정적인 센싱 반응을 나타내었다. 


